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1. はじめに 

AlNは熱伝導率の高さ，高い深紫外域透過性，

および AlGaN との良好な格子整合性から

AlGaN 系深紫外発光素子の基板材料として有

望視される材料である．高 Al組成の AlGaN系

発光素子では，自発分極およびピエゾ分極によ

り c軸方向に内部電場が生じるため，非極性面

を用いたデバイスの方が極性面を用いたデバ

イスよりも高い発光効率を示すと期待されて

いる[1, 2]．筆者らのグループではこれまでに，

c面および a面サファイア基板を窒化し，基板

表面に膜厚 10～20 nm の高品質な c 面 AlN 薄

膜を作製する技術を確立している[3]．また近

年，Ga-Al 液相成長法を開発し，窒化した c

面および a 面サファイア基板上の c 面 AlN 薄

膜を厚膜化することに成功している[4-6]．しか

しながら，本手法で非極性面の AlN 膜を作製

する条件は確立していない．そこで本研究では，

r 面サファイア基板の表面窒化による a 面 AlN

薄膜の作製を試み，さらに Ga-Al液相成長法に

よる a面 AlN薄膜の厚膜化を試みた． 

 

2. 実験 

r 面サファイア基板を黒鉛炉内に設置し，

1523～1823 Kの N2-CO 雰囲気下で 3 h窒化処

理を行なった．また，Ga-Al 液相成長法では，

1573 Kにおいて Ga-40mol%Alのフラックス中

に窒化サファイア基板を 5 h 保持し，その間フ

ラックス中へ20 sccmの流速で窒素ガスを供給

し，AlN 膜を成長させた．窒化処理していない

r 面サファイア上への AlN 成長も同様に試み，

窒化サファイア基板上への AlN 成長と比較し

た．  

 

 

3. 結果 

r面サファイアの窒化 

1673 K以上の温度で窒化した基板では，c軸

から 25°ずれ，且つ面内で互いに 180°ずれたダ

ブルドメインの AlN が形成し，a 面の AlN 膜

は形成しなかった．一方，温度を下げて 1603

～1623 Kで窒化した基板では，わずかに傾き，

r 面へ射影した c 軸の方向に対して線対称なダ

ブルドメインではあるものの，a面の AlN 膜が

形成した．このダブルドメインの形成は，a軸

方向に 1°のオフ角を持ったサファイア基板を

用いることで軽減できることが分かった． 

Ga-Al液相成長 

1623 Kでの窒化処理で形成した AlN薄膜を

Ga-Al 液相成長法で厚膜化した結果，厚さ 1.6 

mの a面 AlN 膜が形成した．この a面 AlN 膜

は，窒化により得られたAlN薄膜を引き継ぎ，

ダブルドメインを有した．一方，窒化していな

い r 面サファイア基板上への液相成長では，

AlNがアイランド状に形成はするものの，膜状

の AlN は形成せず，本手法において，基板の

窒化処理が必要であることが示された． 
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